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近年、半導体や絶縁体表面のキャリア制御の手法として、イオン液体を用いた電気二重層トラ

ンジスタ(EDLT)が注目されている。EDLT では従来の電界効果トランジスタ(FET)の 10 倍以上の

キャリア誘起が可能である。これにより、絶縁体表面の金属化や超伝導化が報告されている[1][2]。

一方、EDLT によって誘起された二次元電子系(EDL-2DEG)と異種物質間の接合に焦点を当てた研

究は数が少なく、特に、超伝導体との接合の報告はほぼない。一般に、EDL-2DEG と金属電極の

間にはショットキーバリアに起因する界面抵抗が存在するため、近接効果が起こるかは明らかで

はなかった。そこで、本研究では金属電極を超伝導ニオブ(Nb)とした酸化亜鉛(ZnO)-EDLT を作製

し、ZnO-EDLT によって誘起された二次元電子系と超伝導 Nb間において、近接効果が起こるのか

検証を行った。 

超伝導電流の観測を目指して作製した Nb/ZnO EDL-2DEG 100nm/Nb 接合では超伝導電流は観

測されなかったが、近接効果が起こり、多重アンドレーエフ反射に起因すると思われる構造が観

測された(図 1)。さらに興味深いことに、Nbの超伝導ギャップ内の構造の一部が 1mT 以下の磁場

にも敏感に反応することがわかった(図 2)。当日はこの磁場応答についても議論する予定である。 
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図 1 𝑇 = 3.0Kと9.5Kにおける 

微分抵抗－バイアス電圧特性 

図 2 𝑇 = 400mKにおける 

微分抵抗のピークの磁場変化 
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